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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年9月16日(2010.9.16)

【公開番号】特開2008-244503(P2008-244503A)
【公開日】平成20年10月9日(2008.10.9)
【年通号数】公開・登録公報2008-040
【出願番号】特願2008-165819(P2008-165819)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ   5/343   ６１０　

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月30日(2010.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する一対の短辺を有する長方形の基板と、
　前記基板上に設けられたｎ型窒化物半導体層と、
　前記ｎ型窒化物半導体層の所定領域上に順に設けられた活性層、及びｐ型窒化物半導体
層と、
　前記ｐ型窒化物半導体層上に設けられた透明電極と、
　前記長方形の一方の短辺に沿って、前記ｎ型窒化物半導体層上に１個だけ設けられたｎ
型電極パッドと、
　前記透明電極上に設けられ、前記長方形の他方の短辺側のｐ型窒化物半導体層の外側エ
ッジラインから前記ｎ型電極パッドに向かって位置を変更した場合に、光出力（Ｐｏ）値
が増加している区間に配置されたｐ型電極パッドと、
を含む窒化物系半導体発光素子。
【請求項２】
　前記ｐ型電極パッドは、前記ｐ型窒化物半導体層の外側エッジラインから５０μｍ以上
離間されたことを特徴とする請求項１に記載の窒化物系半導体発光素子。
【請求項３】
　前記基板はサファイアであり、前記基板と前記ｎ型窒化物半導体層との間にＡｌＮ／Ｇ
ａＮからなるバッファ層をさらに含むことを特徴とする請求項１または２に記載の窒化物
系半導体発光素子。
【請求項４】
　前記ｎ型窒化物半導体層は、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎのうちのいずれか一つのｎ型導電型不純
物がドープされたＧａＮ層またはＧａＮ／ＡｌＧａＮ層であり、前記ｐ型窒化物半導体層
は、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｂｅのうちのいずれか一つのｐ型導電型不純物がドープされたＧａＮ層
またはＧａＮ／ＡｌＧａＮ層であり、前記活性層は、多重量子井戸（ｍｕｌｔｉ－ｑｕａ
ｎｔｕｍ ｗｅｌｌ）構造のＩｎＧａＮ／ＧａＮ層から成ることを特徴とする請求項１か
ら３のいずれかに記載の窒化物系半導体発光素子。
【請求項５】
　前記透明電極は、ＩＴＯ材質から成ることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記
載の窒化物系半導体発光素子。
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【請求項６】
　前記ｐ型電極パッド及び前記ｎ型電極パッドは、ＡｕまたはＡｕ／Ｃｒから成ることを
特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の窒化物系半導体発光素子。
【請求項７】
　前記ｐ型電極パッドが前記窒化物半導体層の外側エッジラインから約５０μｍ～２００
μｍだけ離間される間、光出力（Ｐｏ）値が増加することを特徴とする請求項１から６の
いずれかに記載の窒化物系半導体発光素子。
【請求項８】
　前記ｐ型電極パッドが前記ｐ型窒化物半導体層の外側エッジラインから２００μｍより
遠い距離に離間されるほど、光出力（Ｐｏ）値が減少することを特徴とする請求項７に記
載の窒化物系半導体発光素子。
【請求項９】
　離間距離を長方形の長辺の１０％～４０％として、
　前記ｐ型電極パッドは、前記他方の短辺側の外側エッジラインから前記離間距離の領域
に配置されていることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の窒化物系半導体発光
素子。
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